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１．概要（Summary） 

GaNナノワイヤの選択成長のための、SiO2マスク開口

部を形成するため、電子線露光装置を用いて複数のパタ

ーンを形成し、結晶成長を行った。200 nm以上の径に

おいて再現性のよい結晶成長が可能であることがわかっ

た。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子線露光装置 

【実験方法】 

同一 GaNテンプレート基板上に３種類のパターン（①

400 nm径、②230 nm径、③150 nm径）を三角格子パ

ターンを電子線露光装置により形成し、ドライエッチング

で SiO2マスクの開口部を作製した後、有機金属化合物

気相成長法により GaNナノワイヤの成長を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

断面 SEM像を Fig. 1に示す。TEG流量が高い場合

には、先端付近に Ga ドロブレットによる乱れた形状が現

れているが、TEG流量を下げるといずれのパターンでも

Ga ドロプレットのない良好な形状が得られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
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Fig. 1 Cross-sectional SEM images of 

Multiple-quantum shell nanowire. 


